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高効率 AlGaN 深紫外 LED 実現のためには、高品質 AlN/サファイア テンプレートが求められ

ている。サファイアを基板に用いた AlN 膜は非常に大きな格子不整合により高密度な貫通転位が

発生する。その密度を 109 cm-2 以下に低減するためには、パルス法などのバッファ層を用いた場

合でも 2-3 μm 以上の厚い AlN 層が不可欠であった。我々のグループでは、500 nm 以下の薄い

AlN 膜を RF スパッタ法により成膜(Sp-AlN)し、Face-to-Face 配置の高温アニール(FFA)を用い

ることで、簡便に低転位密度の AlN 膜が作製可能であることを報告してきた[1]。また、Sp-AlN
の高温アニールによる結晶性良化メカニズムを透過電子顕微鏡観察より明らかにしてきた[2]。
図 1 は AlN 焼結体をターゲットとした RF スパッタを用いてサファイア基板上に AlN 膜を 190

nm 堆積させ、FFA を N2雰囲気下、1700ºC、3 時間行った。さらに MOVPE 法により 810 nm の

AlN ホモエピ成長を行ったものである。これまで報告しているとおり、サファイア直上 10-30 nm
は N 極性 AlN で、その上に Al 極性 AlN が形成されている。また、貫通転位密度はおよそ 1×109 

cm-2 で、そのほとんどが刃状転位である。表面 AFM 像においても螺旋転位に起因するようなス

テップの乱れは観測されていない。

スパッタ法による AlN 膜の堆積条件及びアニール条件の最適化により、(10-12)X 線ロッキング

カーブ FWHM が 110 arcsec 程度、貫通転位密度が 3×108 cm-2まで低減可能である[3]。
さらに、サファイア上 AlN 膜の持つ強い圧縮応力を緩和する層を導入することで、発光波長 260

nm の深紫外 LED においても発光強度の大幅な増大が観察された[4]。詳細は、シンポジウムおよ

び各講演で議論を行う。

図 1 Sp-AlN(厚さ 190 nm)を 1700℃・3 時間 FFA 後、MOVPE 法で 810 nm の AlN ホモエピ成長を

行った試料の (a)断面透過電子顕微鏡像と(b)表面 AFM 像.
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